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Vorwort

Diese Norm wurde vom UnterausschuB NMP 221.3 ,Priifung von ProzeBchemikalien fiir die Halbleitertechnologie” des
Arbeitsausschusses NMP 221 ,Priifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie® im NormenausschuB8 Materialpri-
fung (NMP) erarbeitet.

DIN 50455 ,Priifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie — Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken”
besteht aus:

— Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit optischen MeBmethoden
— Teil 2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von Positiv-Fotolacken

DIN 50455-1
Priifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie
— Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken —
Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit optischen
MeBmethoden

VDI 2083 Blatt 3
Reinraumtechnik — MeBtechnik

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Charakterisierung von
Fotolacken mittels vergleichender Bestimmung der Licht-
empfindlichkeit von einlagigen Positiv-Fotolacken auf Sili-
ciumscheiben gegen einen Bezugsfotolack fest.

ANMERKUNG: Die Lichtempfindlichkeit ist ein wichtiger
funktioneller Parameter bei der Anwendung von Foto-
lacken, der sich aus chemisch-physikalischen Grund-
gréBen nicht ableiten IaBt.

Das Verfahren gilt auch fiir andere Substrate, wenn ihre
Eignung im Einzelfall gepriift wird und insbesondere ihre
optischen Eigenschaften (Reflexionsgrad) homogen (iber
der gesamten Flache sind.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der zu untersuchende Fotolack und der Bezugs-Fotolack
werden unter definierten Bedingungen mittels einer Lack-
schleuder auf Siliciumscheiben aufgetragen und auf einer
Heizplatte getrocknet. Mit einem Belichtungsgerat werden

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen

mindestens 10 Felder mit unterschiedlichen Bestrahlun-
gen belichtet. Bei der sich anschlieBenden Entwicklung
wird der Anteil des belichteten Fotolackes aufgeldst; die
verbleibende Schichtdicke wird durch eine optische
Schichtdicken-Messung ermittelt und basierend auf der

im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 5031-1
Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttech-
nik — GréBen, Formelzeichen und Einheiten der Strah-
lungsphysik

verwendeten Bestrahlung ausgewertet.

4 Formelzeichen und Einheiten

Die in dieser Norm verwendeten Formelzeichen und Ein-
heiten sind in Tabelle 1 angegeben.

Wegen Einheiten der Formelzeichen siehe auch
DIN 5031-1.
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Tabelle 1
Formelzeichen Benennung Einheit
E Bestrahlungsstarke W/m?2
tg Belichtungszeit ]
H, Bestrahlung fiir das Belichtungsfenster i J/m?2
Tm Transmission der Dichtemaske %
dy Schichtdicke vor Entwicklung pm
d; Schichtdicke fir das Belichtungsfenster i nach Entwicklung um
Hipoo, Lichtempfindlichkeit Aufpunkt J/m?
Hgyo, Lichtempfindlichkeit 60 % Abtrag J/m?2
H,q relative Lichtempfindlichkeit %"
Hg Lichtempfindlichkeit des Bezugs-Fotolackes J/m?2
Hp Lichtempfindlichkeit der Probe J/m?
1) Die Angabe der MeBwerte erfolgt prozentual gegen den Bezugs-Fotolack.

5 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

51
Durchbelichtungspunkt

dasjenige Feld, bei dem die Bestrahlung ausreicht, den
Fotolack unter den gegebenen ProzeBbedingungen voll-
sténdig bis zur Substratoberflache zu entwickeln

5.2
Stufenbelichtungsgerit

Projektionsbelichtungsgerat, das Fotolack in kleinen Fla-
chen belichtet und diese Belichtung (iber das Substrat
wiederholt

ANMERKUNG: Im Deutschen wird auch haufig die eng-
lische Benennung ,stepper” benutzt.

53

Scheibentréger

Einrichtung fir Aufbewahrung, Transport und Bearbeitung
von Siliciumscheiben

ANMERKUNG: Im Deutschen wird auch haufig die eng-
lische Benennung ,carrier benutzt.

5.4

Bestrahlungs-Schichtdicken-Diagramm

graphische Darstellung der Bestrahlung fiir den Durchbe-

lichtungspunkt (5.1) in Abhéngigkeit von der Schichtdicke

ANMERKUNG 1: Im Deutschen wird auch haufig die eng-
lische Benennung ,swingcurve” benutzt.

ANMERKUNG 2: Lichtempfindlichkeit der Probe, in Joule
je Quadratmeter.

ANMERKUNG 3: Interferenzeffekte in dinnen Lack-
schichten bewirken unterschiedliche Einkopplung von
Licht in die Schicht. Diese Interferenzeffekte sind
abhangig von der Lackschichtdicke und folgen einem
sinoidalen Kurvenverlauf. Dadurch bewirken geringe
Schichtdicken-Schwankungen des Fotolackes unter-
schiedliche effektive Bestrahlung.

6 Gerate und Materialien

6.1 Polierte Siliciumscheiben mit Vorbehandliung
durch einen Haftvermittler (z. B. Hexamethyldisilazan).

6.2 Dosiereinrichtung fiir die Scheibenbelackung.

6.3 Lackschleuder (en: spincoater) mit geeigneter
Drehzahl, d. h. (5+0,17)s- ! bis (100 +£0,17)s- 1, und zu-
mindest bezlglich Beschleunigung und Drehzahl zwei un-
abhangig voneinander einstellbaren Aufschleuderzyklen.

6.4 Heizplatte (en: hotplate), regelbar mit einer Tempe-
raturkonstanz von 1K Uber die gesamte genutzte Sili-
ciumflache.

6.5 Belichtungsgerit fiir den Wellenlangenbereich, bei
dem der Fotolack lichtempfindlich ist, z. B. Breitbandbe-
lichtungsgerat und Dichtemaske mit mindestens 10 ver-
schiedenen Transmissionen oder Stufenbelichtungsgerat
(5.2).

6.6 Bestrahlungsstarken-MeBgerit

6.7 Entwicklungseinrichtung entsprechend den Fest-
legungen zwischen den Vertragspartnern.
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